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Introducao

O estudo de filmes finos de silica contendo ions
terras raras € cada vez mais difundido no meio
académico por conta da sua grande utilidade em
dispositivos Opticos que utilizam a luminescéncia
das terras raras para amplificagdo Optica. A
vantagem dos filmes finos de silica é a facilidade de
acoplamento com a fibra éptica. No entanto, a
insercdo de ions terras raras diretamente nos filmes
finos ndo é interessante, pois os grupos OH da silica
suprimem a emissao desejada. Uma saida para este
problema é modificar o ambiente quimico dos ions
luminescentes presentes em filmes de silica,
inserindo-os em uma matriz de 6xido ou de fluoreto,
por exemplo. Neste trabalho é estudada a
luminescéncia de ions Eu(lll) inseridos em LaOF,
inserido em filmes finos de silica preparados pelo
método sol gel utilizando tratamentos térmicos
rapidos a diversas temperaturas para a
densificagdo. Na literatura, sdo descritos alguns
estudos com filmes de In,O3 contendo LaOF dopado
com Eu(lll), Nd(lll) e Er(lll)!, mas ainda nio foi
relatada a preparacao de filmes contendo LaF; ou
LaOF dopado com Eu(lll) obtidos por tratamento
térmico rapido, conforme abordado no presente
trabalho.

Resultados e Discussao

Os filmes nao densificados e densificados foram
caracterizados por IV na regido de 3500 a 400 cm’
e as bandas em 1090, 807 e 465 cm'sdo atribuidas
aos estiramentos da silica. As bandas de LaO nao
aparecem pois elas ocorrem abaixo de 400 cm™, A
auséncia da banda em 620 cm™ atribuida a fase o-
cristobalita da silica indica que nao ocorreu a
cristalizagdo dos filmes durante a densificagdao. O
DRX nado apresenta padrdo de cristalinidade do
LaOF ou da o-cristobalita. Na espectroscopia de
luminescéncia, o perfil dos espectros é tipico do ion
Eu(lll) em um ambiente sem centro de inversao,
com a transicdo °Dy>’F, mais intensa do que a
transicdo *Dy>’F;, evidenciando que a fase formada
nos filmes deve ser o LaOF, j& que no caso de
formagao do LaF; as intensidades das transicoes
supracitadas seriam invertidas, pois os cations estao
em um ambiente quimico com centro de inversao.
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Outra evidéncia da formagédo de LaOF nos filmes é
o deslocamento da banda de transferéncia de carga
(TC), para menores comprimentos de onda, o0 que
ndo acontece no LaFz. Um outro aspecto
interessante nos espectros de luminescéncia das
amostras é que as bandas de emissdo se
apresentaram largas, indicando que o Eu(lll) esta
inserido em um ambiente de baixa cristalinidade. A
espessura bem como os indices de refragdo dos
filmes antes e depois da densificagao foram
medidos por acoplamento por prisma (m-lines).
Verificou-se que a melhor condi¢cdo de densificagao
foi de 1150°C por 2 min., uma vez que nestas
condigbes foram obtidos os filmes com menor
espessura e maior indice de refragdo. Realizou-se
também uma comparagdo grafica do indice de
refracdo obtido com os tedricos para diferentes
quantidades de LaF; ou de La,O3; contidos no filme
calculados pela equagdo de Lorentz-Lorenz e
verificou-se que o filme obtido tem indice de
refracdo intermediario entre essas duas fases,
evidenciando a formacéo da fase de LaOF.

Conclusoes

A sintese dos filmes de LaOF dopado com Eu(lll) foi
realizada com sucesso. A fase presente nos filmes
nao densificados e densificados é o LaOF o que foi
indicado tanto pela espectroscopia de luminescéncia
quanto pelas medidas de indice de refragdo. Os
filmes nao cristalizaram durante a densificagdo. Por
fim, as bandas de emissdo se apresentaram largas,
portanto os filmes de LaOF seriam bons materiais
para amplificagao 6ptica na regiao de 1150 nm, se
dopados com Er(lll).
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